




































专利名称(译) 纳米晶体显示器

公开(公告)号 US20140104532A1 公开(公告)日 2014-04-17

申请号 US13/772758 申请日 2013-02-21

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHO SE HYOUNG
JUNG MEEHYE
LEE SUNHWA
WON SUNGHWAN
CHAI CHONGCHUL

发明人 CHO, SE HYOUNG
JUNG, MEEHYE
LEE, SUNHWA
WON, SUNGHWAN
CHAI, CHONGCHUL

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/1362 G02F1/1368 G02F1/136209 G02F1/133377 G02F1/133512 G02F1/133707 G02F1/1393 
G02F2001/134345

优先权 1020120115020 2012-10-16 KR

其他公开文献 US9140944

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

纳米晶体显示装置包括多个像素;沿行方向延伸的栅极线;沿列方向扩展的
数据线;和数据线上的第二绝缘层。每个像素包括在列方向上彼此相邻的
第一和第二像素区域;第一和第二像素区域的第二绝缘层上的第一和第二
像素电极;第二绝缘层上的第一黑矩阵，其台阶差大于第一和第二像素电
极的台阶差;公共电极沿行方向延伸，接触第一黑矩阵并与第一和第二像
素区域中的第二绝缘层间隔开，以及公共电极，第一黑矩阵和第二绝缘
层之间的隧道形腔;和隧道形腔中的液晶层。
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